9 Analise de defeitos de processamento em semicamed

XII Sal3o de optoeletronicos

Iniciagdo Cientifica
PUCRS

Nathélia Oderich Muniz Guilherme Amaral Brito Leit", Morgana Streich*, Kendra Fernandés
Berenice Anina Dedavidorientador

'Faculdade de Engenharia, PUCRS
Resumo

O composto IV GaSb e suas ligas ternarias sao semicondutoeésr@nciais par
nova geracao de dispositivos optoeletronicos deobedbnsumo e alto desempenho. N
trabalho foi estudada liga ternarieGa;«InsSb com diferentesalores par X, obtidos pelo
meétodo Czochralski com liquido encapsulante. Enuidag os cristais foram submetida
microscopia optica e eletronica de varredura padéisse de sua estrutura e compos e

também, submetidos amétodo € Van der Pauw para analdas medide elétricas.

Introducao

A tendéncia em direcdo ao baixo consumo de enexgia alta velocidade ¢
processamento crescada vez mais e a procura por semicondutores gunelan a esse
requisitos aumenta significaamente. O Antimoneto de Galio e suas ligas tera&axc
semicondutores preferenciais para essa nova geds;@iispositivos e suas aplicacbes
sido relatadas com sucesblmste contexto opt-se por estudar as ligas ternaiGa; «InsSh.
Este trabalhdem como finalidade avaliar a densidade de defadtisuturais ao longo ¢

monocristais obtidos pelo método Czochra

Metodologia

Foram crescidos trés cristais GaxInSb com concentracdes variaveis de
(x=0,003,x=0,008 ex=0,2), sob atmosfe de argdnio e liquido encapsulade 6xido de boro
pelo método Czochralski. Durante o crescimento chistais foram utilizadas diferent
velocidades de puxamento para aumentar a probadeide formar um “neck” (diminuicé

do diametro do crist para formacdo de um uUnico gréo na estruturadsAgpcrescimento, (
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cristais foram lavados com 4gua destilada paravenmliquido encapsulante e seccionados
longitudinalmente para analise nos microscopioscope eletrébnico de varredura. Em
seguida, foram seccionados em pequenas laminavéraais com 1 a 2mm de espessura e 5
a 6mm de largura, para analise das medidas eEfigl@a método de Van der Pauw. Todas
estas amostras foram lixadas seguindo ordem dellgraatria convencionais e polidas com

silica coloidal com hipoclorito de sodio.

Resultados

Os trés cristais obtidos pelo método Czochragldepn ser vistos na Figura 1.
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Figura 1. Trés cristais obtidos. (a) Cristal 1 s@/no c0aSb. (b) Cristal 2 Ggyedno eoeSb. (€) Cristal 3
G%’glnovzsb

Todos os cristais apresentaram graos, maclaserdéncia.
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Figura 2. (a) Imagem com aumento de 100x do cristal 1 caagnca de pits. (b) Imagem
com aumento de 50x do cristal 2 com presenca depitacla. (c) Imagem com aumento de 100x do

cristal 3 com presenca de contorno de grdo e macla

Conclusao

Observou-se que quanto maior a concentracao aedioy a concentracdo de graos e
outros defeitos. Todos os cristais apresentararnecwracoes baixas de Al, Cd e Te como
impurezas.

Nos cristais ternarios obtidos, o aluminio teve portamento ambiguo: nos dois
primeiros cristais 0 aluminio segregou para o akisbgo seu coeficiente de segregadgc(
menor que um; no terceiro cristal detoi igual a um. Esta diferenca #edo aluminio pode
estar relacionada a substituicdo do Ga pelo Inaso do aluminio segregar para o cristal e a
substituicdo do Ga pelo Al quando este tiverlselu

Observou-se também a influéncia do aluminio na atividade do cristal. O primeiro
cristal apresentou condutividade do tipo-p e a entracao inicial da carga de aluminio foi
menor que 0,4%, enquanto que nos outros dois isfisiaaluminio possuindo valores de
0,58% e 1,18% de concentracdo (maiores que 0,48ayelmente tenha influenciado a

condutividade do tipo-n nos cristais.
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